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Kapasitiivista tyyppid oleva differentiaalinen paineantu-

ri

Ta&md keksintd liittyy kapasitiivista tyyppid ole-
viin paineantureihin, tarkemmin kapasitiivista tyyppid
oleviin paineantureihin, jotka k&ésittédvat kaksi joustavaa
membraania, kummankin membraanin muodostaessa kondensaat-
torin liikkuvan elektrodilevyn.

US-patenttijulkaisusta nro 4 879 627 tunnetaan jo
kapasitiivista tyyppid oleva differentiaalinen paineantu-
ri, joka on aikaansaatu soveltamalla puolijohdetyyppisten
materiaalien yhteydessd kdytettévadsd mikrokoneistustekniik-
kaa. T&llainen yleensd lierit6nmuotoinen anturi k8sittdd
kaksi vastakkaista johtavaa piimembraania, jotka joustavat
ja ovat reunoistaan liitettyj8 toisiinsa vilirenkaan avul-
la. Membraanit sijaitsevat tédten mddrédtyn vdlimatkan pdéds-
s8 toisistaan ja mé&riidvét suljetun referenssitilavuuden,
jossa vallitsee nollapaine. Kahden lisdvdlirenkaan avulla
kumpikin membraani on lis#ksi 1liitetty wvastaavaan kam-
mioon. Kumpikin kammio k&sittdd johtavan pohjan, jonka
keskelld on kanava jonka toinen p&3 avautuu siihen liitty-
vaa membraania kohti ja jonka toiseen pd&hdn voidaan liit-
tda putki, siten ettd kammioiden pohjat yhdess& membraa-
nien kanssa muodostavat kahden paineelle reagoivan konden-
saattorin elektrodilevyt.

Tamdntyyppisen anturin erdadnd haittana on se, etta
mitattava aine kulkeutuu kondensaattoreiden wv&litilaan.
Tdten aineen dielektrisyysvakio vaikuttaa mittauskonden-
saattoreiden kapasitansseihin ja l&htSsignaalit riippuvat
aineen ominaisuuksista.

Eréds toinen haitta liittyy t&llaisten antureiden
toteututtamiseen, mikd& on monimutkaista ja kallista joh-
tuen s&ddettdvyyden ja eri elementtien yhteenliitt&misen

vuoksi huomioitavista geometrisista parametreista, ja eri-
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tyisesti kondensaattoreiden vdlin paksuuden médrddviin
vdlirenkaisiin,

Lis8ksi tédllaisen anturin tapauksessa kondensaat-
torilevyjen vdli kasvaa ulkoisen paineen noustessa, miki
johtaa anturin herkkyyden alenemiseen kapasitanssin olles-
sa kédntden verrannollinen kondensaattorin elektrodilevy-
jen viliin.

Tdten keksinndn pé&tarkoituksena on poistaa teknii-
kan tason ratkaisujen ylld mainitut haitat tarjoamalla
kapasitiivista tyyppid oleva differentiaalinen paineantu-
ri, joka on helppo ja taloudellinen valmistaa ja riippu-
maton aineesta jonka painetta mitataan, ja jolla samalla
on suuri erotuskyky ja hyva& herkkyys.

Témdn aikaansaamiseksi keksint® muodostuu kapasi-
tiivista tyyppi& olevasta differentiaalisesta paineantu-
rista, joka sisdltidd ensimmdisen paineen kohteena olevan
ensimmdisen kammion muodostavat v#lineet, toisen paineen
kohteena olevan toisen kammion muodostavat valineet, kol-
mannen referenssitilavuutena toimivan kammion muodostavat
vdlineet, kolmannen Kammion ollessa eristettyni mainitusta
ensimmdisestd ja toisesta kammiosta vastaavilla membraa-
neilla, anturin sis#dltdessi lissdksi kaksi kondensaattoria
joilla kummallakin on kaksi elektrodia, kummankin elektro-
diparin toisen elektrodin ollessa yhteydessd toiseen mai-
nituista membraaneista kondensaattorin kapasitanssin muut-
tamista varten membraaniin kohdistuvan paineen vaikutuk-
sesta, siten ettid anturille on ominaista se ettd mainitut
elektrodit toimivat mainitun kolmannen kammion sein#én osi-
na ja ettd kummankin mainitun elektrodiparin toiset elekt-
rodit sijaitsevat mainitun anturirakenteen pohjan muodos-
tavan yhteisen substraatin samalla pinnalla.

Ndiden ominaisuuksien ansiosta kondensaattoreiden
vdlit m8&rdaytyvat yhden vdlilevyn avulla, jonka paksuus on
helposti m&&rdttédvisss, erityisesti kun se valmistetaan
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puolijohdematriaalien yhteydessid kdytettédvin mikrokoneis-
tustekniikan avulla.

Lisdksi on huomioitava, ettd8 keksinnén mukaisen
anturin suositeltava rakenne mahdollistaa sen, ettd mit-
tauskondensaattoreiden wv8lit ovat eristettyind aineesta,
jonka painetta mitataan, siten ettd aineen luonne ei mil-
l144n tavalla vaikuta mittauksiin.

Lisdksi tédllaiset ominaisuudet mahdollistavat yh-
dessd tasossa olevan anturin valmistamisen, eli anturin,
jossa mittaukset suoritetaan samalla puolella anturin poh-
jan muodostavaa substraattia, johon suositeltavasti j&r-
jestetddn kondensaattoreiden liiténné&t.

Keksinndn muita ominaisuuksia ja etuja ilmenee sel-
vemmin luettaessa seuraava selostus, joka ké&sittdd puh-
taasti kuvaavina esitettyjé eik& rajoittaviksi tarkoitet-
tuja keksinnén suoritusmuotoja, selostuksen ollessa laa-
dittu yhdessd liitteind olevien piirustusten kanssa.

Kuviossa 1 on r&djidytyskuvana esitetty keksinndén
mukaisen kapasitiivista tyyppid olevan differentiaalisen
paineanturin ensimmiisen suoritusmuodon aksonometrinen
piirros;

kuviossa 2 on esitetty kaavamainen poikkileikkaus
kuvion 1 viivaa II - II pitkin;

kuvioissa 3 - 5 on esitetty paineanturin valmistus-
prosessin eri vaiheiden poikkileikkauksia viivaa II - II
pitkin:

kuviossa 6a on rdjaytyskuvana esitetty keksinnén
mukaisen kapasitiivista tyyppié olevan differentiaalisen
paineanturin toisen suoritusmuodon aksonometrinen piirros;

Kuviossa 6b on esitetty kuvion 6a anturin vélilevy-
modulin tasokuva alhaalta katsoen; ja

Kuviossa 7 on esitetty kaavamainen poikkileikkaus
kuvion 6a viivaa VII - VII pitkin.

Viitaten kuvioon 1 siind on n&htdvissd r&jédytysku-
va keksinndn mukaisen kapasitiivista tyyppid olevan dif-
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ferentiaalisen paineanturin ensimmiisestd suoritusmuodos-
ta, johon seuraavassa viitataan nimikkeelld anturi ja
yleisviitenumerolla 1. Kuvico 1 on paremmin ymmirrettdvis-
s8 tarkastelemalla samalla kuviota 2.

On t&drkedd huomioida, ettei piirustus esitd eri
elementtien tarkkoja mittoja suhteessa toisiinsa ja ettd
mittoja on suuresti liitoiteltu selvyyden lis&imiseksi.
Tdllaisen anturin mitat ovat suuntaa-antavasti 6 x 3 x
1 mm®.

Anturi 1 k#sittds yleisesti ylemmin levyn 2, johon
on muodostettu ensimmdinen ja toinen kammio 4 ja 6 maini-
tussa jarjestyksessd, kaksi joustavaa membraania 8 ja 10,
jotka mainitussa jérjestyksessd ovat yhteydessd kammioi-
hin 4 ja 6 sekd védlilevyvdlineet 12, jotka yhdessd mem-
braanien ja alemman levyn 14 kanssa mddraddvat kolmannen
kammion 16.

Ensimmdinen ja toinen kammio 4 ja 6 muodostuvat
tulopainekanavista, joihin on tarkoitus kohdistaa ensim-
mdinen ja toinen paine Pl ja P2 mainitussa jérjestykses-
sd.

Kuten on ndhtdvissd kuviosta 2, tulopainekanavat 4
ja 6 kdsittidvit molemmat ensimmiisen osan 18, 20 ja toisen
osan 22, 24, joiden poikkileikkaukset eroavat toisistaan.
Vastaaviin ulkoisiin paineliittimiin (ei esitetty) liitet-
tyjen ensimmiisten osien 18, 20 poikkileikkaukset ovat
pienemmét kuin toisten osien 22, 24 poikkileikkaukset,
toisten osien 22, 24 ollessa mainitussa jarjestyksessd
iiitettyjé membraaneihin 8 ja 10 sekd@ niiden poikkileik-
kausten ollessa hieman membraaneja pienemmdt. Ylempi levy
lep88 td&ten membraanien reunoja vastaan.

Esitetyssd esimerkissd ylempi levy 2 on lasia. On
itsestdsn selvdd, ettd ammattimies voi valita jonkin muun
sopivan aineen, ylempi levy voi esimerkiksi olla metallia.

Membraanien 8 ja 10 muoto vastaa ohuita tabletteja

ja ne on tdssd suoritusmuodossa valmistettu seuraavassa



10

15

20

25

30

35

seikkaperdisesti selostetun prosessin mukaan puolijohde-
materiaalista kuten esimerkiksi piista.

Kolmas kammio 16 kdsitt&dd kaksi onteloa 26 ja 28,
joissa on valilevyvdlineisiin 12 tehdyt aukot 30 ja 32.
Aukot 30 ja 32 sijaitsevat 1l&8helld toisiaan ja ne ovat
védlilevyvdlineiden 12 osan 34 erottamia. Ontelot 26 ja 28
yhdist&& kanava 36, jonka muodostaa alemman levyn 14 pin-
taan 40 jdrjestetty syvennys ja joka kulkee osan 34 kum-
mallakin puolella p#&ittyen onteloihin 26 ja 28. Kanava 36
on tehty kapillaariputkeksi syistd joihin palataan my&hem-
min t&ssd selostuksessa.

T&ssd suoritusmuodossa membraanit 8 ja 10 ovat sédh-
kbisesti eristettyjé toisistaan, véadlilevyvdlineet 12 ovat
eristeainetta kuten esimerkiksi piidioksidia ja pohja 14
on johtavaa ainetta kuten esimerkiksi seostettua piité.

Téten membraanit 8 ja 10, vélilevyvélineet 12 ja
pinta 40 muodostavat mainitussa jadrjestyksessd kahden kon-
densaattorin Cl ja C2 eénsimmdiset elektrodit, vdlin maraa-
vin védlilevyn ja toiset elktrodit, kondensaattoreiden ka-
pasitanssin voidessa vaihdella membraaneihin kohdistuvan
paineen vaikutuksgsesta. Lisdksi on huomioitava, ettd tédssi
suoritusmuodossa pinta 40 toimii kondensaattoreiden C1 ja
C2 yhteisend elektrodina.

Tdten védlilevyvdlineet 12 md&dr&d&vdt kondensaatto-
reiden C1 ja C2 valit.

Tédssd yhteydessd on huomattava ettd anturin herk-
kyys riippuu samanaiakaisesti v&lin suuruudesta ja mem-
braanien paksuudesta.

Membraanin pinta-ala on viitteellisesti noin 4 mm®
ja sen paksuus voi vaihdella alueella 5 - 100 pm, valile-
vyvédlineiden paksuuden ollessa noin 2 um.

Kuten on ndhtévissd kuviosta 1, védlilevyvdlineissd
12 on lovi 42. Tidllainen lovi 42 mahdollistaa yhteisen
elektrodin 40 ja ulkoisen prosessoripiirin (ei esitetty)

tulon vdlisen kontaktin aikaansaamisen.



10

15

20

25

30

35

Kolmas kammio 16 (eli ontelot 26 ja 28 sekd kanava
36) on tédytetty kaasulla, jonka painetta sanotaan refe-
renssipaineeksi ja joka mddr&dtdédn valmistuksen yhteydes-
sa.

Tdhé8n liittyen ja laajan toiminta-alueen aikaan-
saamiseksi kolmanteen kammioon 16 luodaan paine, joka on
suurempi kuin tytpaine, eli siihen luodaan paineet Pl ja
P2, joiden vaihtelut halutaan mitata siten ett& membraa-
nit 8 ja 10 pysyvat huomattavasti pingottuneina ulospdin
kolmannesta kammiosta 16.

On erityisen tédrke#&# rajoittaa membraanien 8 ja 10
liikkeiden amplitudit. T&t& varten kammion 16 tilavuuden
on oltava pieni. Tdllainen kammio 16 voidaan tdyttad kaa-
sulla kuten edelld mainittiin, tai nesteellAi.

Anturi +toimii samalla periaatteella kuin vaaka.
Membraaneihin 8 ja 10 vaikuttavien ulkoisten paineiden
ollessa yhtd suuret membraanit ovat yht& paljon pingottu-
neina, jolloin kondensaattoreiden Cl ja C2 kapasitanssiero
on nolla, koska niiden mitoitukset ovat identtiset.

Ulkoisten paineiden Pl ja P2 toisaalta ollessa eri-
laiset, toinen membraaneista 8 ja 10 l&hestyy pohjaa toi-
sen pingoittuessa siitd poispdin, mik3 johtaa kondensaat-
toreiden C1 ja C2 kapasitanssieroon. T&dllainen kapasitans-
siero on mitattavissa ja tulkittavissa prosessoripiirin
avulla paineiden P1 ja P2 paine-eron osoittamista varten.

Téss8 Jadlkimmdisessd tapauksessa kahden kammion
tilavuudet ovat t&ten erisuuruiset ja tilavuuden 16 kaasu
tali neste virtaa kapillaarikanavan 36 kautta pyrkien ta-
saamaan membraaneihin 8 ja 10 kohdistuvan referenssipai-
neen, Kaasun tai nesteen virtausnopeuden riippuessa ka-
pillaarikanavan 36 koosta, joka tdten vaikuttaa anturin
aikavakioon.

Viitaten kuvioihin 3 - 5 selostetaan seuraavassa
menetelms anturin &sken selostetun ensimmiisen suoritus-
muodon aikaansaamiseksi. Vaikka t&md prosessi mahdollis-
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taa useiden antureiden valmistamisen puolijohdelevyparis-
ta, selostué ja piirustus koskee yksinkertaisuuden vuoksi
vain yht& anturia.

Esimerkinomaisesti levyt (ei ndytetty) joita kdyte-
t&38n raaka-aineena ovat lievasti seostettua piitd, joka on
kristallografisesti suuntautunutta <100>.

Kuviossa 3 on esitetty ensimmdinen elementti 50,
Jjota kdytet&ddn membraanien 8 ja 10 sekd vélilevyvdlineiden
12 valmistamiseen, ja toinen elementti 52, jota kadytet&iln
pohjan valmistamiseen.

Elementin 50 ensimmdisess8 pinnassa 54 on silikoni-
dioksidikerros (Si0,), joka on muodostettu esimerkiksi ele-
mentin 50 ldmpbhapettamisen avulla hapettumisolosuhteet
sis8ltévdssd uunissa, suojattaessa etukdteen elementin 50
toinen pinta 58.

On selvdd ettdé kerros 56 vaihtoehtoisesti wvoidaan
aikaansaada kemiallisella tai fysikaalisella héyrystémi-
selld (CVD tai PVD, Chemical Vapour Deposition tai Physi-
cal Vapour Deposition).

Elementti 52 vuorostaan valmistetaan siten ettd se
mddrdd kanavan 36. Tatd varten elementin 52 ensimméiseen
pintaan 60 saostetaan valotettava estopinnoite (ei esitet-
ty), joka valotetaan maskin (ei my®tsk&dn esitetty) léapi
ainpastaan kanavan 36 mddraavin estopinnoitteen osan va-
lottamiseksi, valotettu osa poistetaan, elementin 52 suo-
jaamaton osa sybvytetdidn kanavan 36 muodostamiseksi ja
estopinnoitteen jdljelld olevat osat poistetaan.

Estopinnoitteen poistaminen suoritetaan tunnetulla
tavalla, esimerkiksi sopivan liuottimen avulla. Elementin
sybvytys suoritetaan plasman avulla. Vaihtoehtoisesti sy®6-
vytys voidaan suorittaa nestemdiiselld sydvytysaineella.

Kuviossa 4 on esitetty kerroksen 56 valmistusvaihe
vdlilevyvdlineiden 12 muodostamiseksi ja muotoilemiseksi,
jotka kuten kuviosta 1 ilmenee ovat aukot 30 ja 32 seki

loven 42 sisdltédvin levyn muotoiset.
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Té&md valmistusprosessi on identtinen kuvion 3 ele-
mentin 52 valmistamisen kanssa lukuunottamatta maskin ja
syvytysaineen kdyttod, jonka on sytvytettdvd SiO,-kerros,
mutta joka ei saa reagoida piin kanssa.

Kerroksen 56 sybtvytys maskin 1l&pi aikaansaadaan
esimerkiksi kemiallisesti kaytté&mdlld fluorivetyhappo-
liuvosta (HF, Hydrofluoric Acid).

Kun kerros 56 on muodostettu liitettévien pintojen
oikean valmistelun j&lkeen, jatketaan elementtien 50 ja 52
liittdmistd siten ettd pinta 60 tulee muodostettua pintaa
56 kohti.

Kahden liitett&év&n pinnan valmistelu kdsittdd esi-
merkiksi niiden puhdistamisen julkaisussa "RCA" nro 31,
sivu 187, 1970 selostetulla tavalla.

Kun elementit 50 ja 52 on valmisteltu, niiden
liittédminen (ei esitetty) suoritetaan kidyttden prosessia,
joka yleisesti tunnetaan "fuusioliittdmisend" (fusion
bonding). Ensimmdisessi vaiheessa sopivasti valmistellut
levyt puristetaan lievédsti yhteen ennalta madritylld voi-
malla, joka m&irdd referenssipaineen. Toisessa vaiheessa
elementit 50 ja 52 sijoitetaan ldmpbtilaan 1 000 °C esi-
ldmmitettyyn uuniin kahden elementin pysyvdn hermeettisen
liitoksen aikaansaamiseksi.

Kun liittdminen on aikaansaatu suoritetaan elemen-
tin 50 ohennus. T&td varten ty®dstetddin t&min elementin
toista pintaa 58 kunnes ennalta m&&dr&dtty paksuus E on saa-
vutettu, joka tdssid tapauksessa on membraanien 8 ja 10
haluttu paksuus.

Kuviossa 5 on esitetty elementti 50 ohennettuna
siten ettd siitd8 voidaan muodostaa membraanit 8 ja 10.

Ohennetun elementin 50 tybdstémisprosessi on ident-
tinen sen prosessin kanssa, joka selostettiin kuvion 3
elementin 52 tytstadmisen yhteydess#d, ainoan pokkeuksen

muodostuessa kdytetystd maskista, jonka tulee mahdollistaa
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kummankin membraanin 8 ja 10 m&&r&dé&misen kontaktikielineen
44 ja 46 mainitussa jdrjestyksessi.

Anturin 1 juuri muodostettu osa 62, joka kéasittds
pohjan 14, v&lilevyvdlineet 12 sekd membraanit 8 ja 10
liitet8&n tém&n jédlkeen kolmanteen elementtiin (ei esitet-~
ty), joka on tarkoitettu ylemmdksi levyksi 2 ja johon ai-
kaisemmin on tehty ensimm3iinen ja toinen tulopainekanava 4
Ja 6, jotka mainitussa jédrjestyksessid lijitet&ddn membraa-
neihin 8 ja 10. Osan 62 liitt&minen kolmanteen elementtiin
aikaansaadaan esimerkiksi hitsaamalla tai liimaamalla
riippuen tdmén kolmannen elementin luonteesta.

Seuraavaksi anturit voidaan viimeisend ty&vaiheena
erottaa toisistaan leikkaamalla ne toisiinsa liitetyistéa
levyista,

Viitaten kuvioihin 6 ja 7 on n3htdviss8 keksinndn
mukaisen toisen anturin suoritusmuoto, joka yleisesti on
merkitty viitenumerolla 70, ja jonka osat jotka vastaavat
kuvien 1 - 5 samoja osia, on merkitty samoilla viitenume-
roilla.

Poiketen ensimmdisestd suoritusmuodosta pohja 14'
muodostuu eristeaineesta, t#dssd tapauksesta lasista, si-
ten etta pohjaan liitetyt elektrodit 72 ja 74 on tuotava
sen pintaan 76.

T&llaiset elktrodit muodostetaan esimerkiksi hoy-
rystédmilld tyhjidssi maskin (ei esitetty) l&pi metallia
kuten esimerkiksi alumiinia, kahden toisistaan erotetun
tabletin aikaansaamiseksi, jotka késittdvét kielet 78 ja
80 kontaktin mahdollistamiseksi prosessoripiiriin (ei
mydskddn esitetty).

Koska lisdksi ensimmdisessd suoritusmuodossa toi-
saalta membraanit 8 ja 10 ja toisaalta vdlilevyvdlineet 12
on valmistettu johtavasta aineesta ja eristemateriaalista
mainitussa jarjestyksessd, ja koska molemmat ontelot 26 ja
28 yhdistdvd ja tdten kolmannen tilavuuden 16 muodostava
kanava 36 on muodostettu pohjan 14' pintaan, molemmat mem-
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braanit 8' ja 10', védlilevyvdlineet 12' ja kolmannen kam-
mion 16' tilavuus valmistetaan kaikki ld&htien yhdestd véa-
liin tulevasta johtavasta levystd 82, joka asetetaan ylem-
médn levyn 2 ja pohjan 14 vé&liin.

Vdliin tuleva levy 82 k&sittdd, kuten ilmenee eri-
tyisesti kuviosta 6b, kaksi pydredsd onteloa 84 ja 86, joi-
den pohjina on membraanit 8' ja 10'. Ontelot 84 ja 86 yh-
distésa kanava 36', joka yhdess& ndiden onteloiden ja poh-
jan 14' ylipinnan kanssa rajaa kolmannen Kammion 16'. Va-
liin tuleva levy 82 yhdist&& tdten sidhkdisesti membraanit
8' ja 10', jotka tdten muodostavat anturin kondensaattori-
parin C'l ja C'2 yhteisen elektrodin, muodostettaessa an-
turin kaksi muuta elektrodia metalloinneilla 72 ja 74.

Valiin tulevasta levystd 82 muodostetun yhteisen
elektrodin ja elektrodien 72 ja 74 védlisten oikosulkujen
vilttédmiseksi, kummankin membraanin 8' ja 10' pinta-ala on
huomattavasti suurempi kuin vastakkaisten elktrodien 72 ja
74 pinta-alat, ja onteloihin 84 ja 86 johtavat kanavaurat
88 ja 90, joiden leveys on huomattavasti suurempi kuin
kielien 78 ja 80 leveydet, sijaitsevat n&iden kielien koh-
dalla. N&m& urat 88 ja 90 toimivat t&yttékanavina anturei-
den sulkemisen yhteydessd valmistusprosessin padtteeksi.

vdliin tulevan levyn 82 aikaansaaminen voi tapah-
tua seuraavasti. V&dliin tulevan levyn 82 pintaa tydstetdin
sybvyttém&dllsd tunnetulla tavalla aikaansaadun maskin 1lé8pi,
joka rajaa ontelot 84 ja 86, kanavan 36' ja urat 88 ja 90.

V&liin tulevan levyn valmistuksen jdlkeen se asen-
netaan siten etta tyéstetty pinta tulee pohjaa 14' kohti.

Liittdminen pohjaan suoritetaan esimerkiksi anodi-
hitsaamisella, jonka j&lkeen jatketaan levyn ohentamisel-
la sydvyttdmdlld sen kidsittelemédtdntsd pintaa kunnes halut-
tu paksuus on saavutettu.

Viimeisen8 vaiheena anturi suljetaan halutun pai-
neen sisdlt&dv&nd sulkemalla kanavaurat 88 ja 90 sulate-
tulla lasilla tai sopivalla liimalla.



11

On selvdsti ymmdrrettdvd ettei Kkeksintd rajoitu
selostettuihin suoritusmuotoihin ja ettd ammattimiehelle
voi tulla mieleen muita suoritusmuotoja. Erityisesti voi-
daan ennakoida ensimm#isen suoritusmuodon johtavan pohjan

14 korvaaminen toisen suoritusmuodon pohjalla 14°'.
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Patenttivaatimukset:

1. Kapasitiivista tyyppi& oleva differentiaalinen
paineanturi, joka sisdltd8 ensimmdisen paineen kohteena
olevan ensimmdisen kammion muodostavat wvdlineet, toisen
paineen kohteena olevan toisen kammion muodostavat v&li-
neet, kolmannen referenssitilavuutena toimivan kammion
muodostavat vdlineet, kolmannen kammion ollessa eristet-
tynd mainitusta ensimmdisestd ja toisesta kammiosta vas-
taavilla membraaneilla, anturin sisdltdess8 lisdksi kaksi
kondensaattoria joilla kummallakin on Kkaksi elektrodia,
kummankin elektrodiparin toisen elektrodin ollessa yhtey-
dessd toiseen mainituista membraaneista kondensaattorin
kapasitanssin muuttamista varten membraaniin kohdistuvan
paineen vaikutuksesta, tunnet tu siitid, ettd mai-
nitut elektrodit toimivat mainitun kolmannen kammion sei-
ndn osina ja ettd kummankin mainitun elektrodiparin toiset
elektrodit sijaitsevat mainitun anturirakenteen pohjan
muodostavan yvhteisen substraatin samalla pinnalla.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen differentiaali-
nen paineanturi, tunnettu siitd, ettd mainittu
referenssitilavuus on t8ytetty kaasulla.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen differentiaali-
nen paineanturi, tunnettu siitd, ettd mainittu
referenssitilavuus on t8ytetty nesteelli.

4, Mink& tahansa patenttivaatimusten 1 -~ 3 mukainen
differentiaalinen paineanturi, tunnettu siiti,
ettd vidlilevyvdlineet sijaitsevat pohjan ja membraanien
vidlisséd.

5. Mink& tahansa patenttivaatimusten 1 - 4 mukainen
differentiaalinen paineanturi, tunnet+tu siita,
ettd mainittu referenssitilavuus kasittéd kaksi vastaaviin
kondensaattoreihin yhdistettyd onteloa ja ettd mainitut

ontelot on yhdistetty kanavalla.
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6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen differen-
tiaalinen paineanturi, tunnet tu siitd, ettd onte-
lot on jarjestetty vélilevyvdlineisiin.

7. Patenttivaatimuksen 5 tai 6 mukainen differen-
tiaalinen paineanturi, tunnettu siitd, ettd mai-
nittu kanava on kapillaarikanava.

8. Minki tahansa patenttivaatimusten 5 - 7 mukainen
differentiaalinen paineanturi, t unne t t u siita,
ettd mainittu kanava on muodostettu mainittuun substraat-
tiin.

9. Minkd tahansa patenttivaatimusten 5 - 7 mukainen
differentiaalinen paineanturi, tunnettu siitd,
ettd mainittu kanava on muodostettu vdlilevyvélineisiin.

10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen differentiaali-
nen paineanturi, tunnet tu siitd, ettd vililevy-
védlineet ja membraanit ovat yksipalaista rakennetta.

11. Mink4 tahansa patenttivaatimusten 1 - 9 mukai-
nen differentiaalinen paineanturi, tunnettu sii-
t&4, ettd substraatti ja membraanit on valmistettu puoli-
johdemateriaalista.

12. Mink4 tahansa patenttivaatimusten 1 - 10 mukai-
nen differentiaalinen paineanturi, tunnettu sii-
t4, ettd substraatti on valmistettu eristeaineesta, ettéd
mainitut elektrodit aikaansaadaan metalloimalla ja etta
mainitut membraanit on valmistettu puolijohdemateriaalis-
ta.
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